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1. はじめに 

前回我々は、リフトオフプロセスにより、

Au-7.4%Geをソース/ドレイン(S/D)電極とし、

ゲート絶縁膜に非晶質ルブレンを用いたト

ップゲート(TG)型 OFET について報告した

[1-3]。今回、このプロセスを用いて、バック

ゲート(BG)を有するデュアルゲート(DG)型

OFET の作製を行ったので報告する。 

 

2. 実験方法 

SPM 洗浄、希フッ酸処理を行った

n+-Si(100)基板上に、BG型 OFETの酸化膜と

して、850oCの wet 酸化で SiO2膜を 10 nm形

成した。次に、ソース/ドレイン電極として

Au-7.4%Ge をリフトオフ法により形成した

(OFPR)。次に、SPM による表面処理を行い

[2]、蒸着法により室温でペンタセン(>99%)

を 20 nm堆積し、TG型 OFET のゲート絶縁

膜として in-situ で非晶質ルブレンを室温で

65 nm形成した。最後に、Al トップゲート電

極を AZ CTP-100T レジストを用いてリフト

オフにより形成し、裏面に Al バックゲート

電極を形成した。チャネル長 Lおよびチャネ

ル幅Wは、L/W=2.5/100 mとした。このよ

うに作製したデバイスについて電気特性の

評価を行った。 

 

3. 実験結果および考察 

図１に、作製したBG型およびTG型OFET

の ID-VD特性を示す。どちらのゲートにおい

ても、L = 2.5 mにおけるデバイス動作を確

認した。BG型OFETと比較して、TG型OFET

の電流駆動力および飽和特性が向上するこ

とが分かった。これは、TG 型 OFET におい

て、界面特性が改善したためと考えられる。 
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図１ DG型 OFET の ID-VD特性。 

(a) BG型および(b) TG型。 
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